5630 EIFIRERS

TEL

TOKYO ELECTRON

20265F6H23H




56301 RIS




556281 (%)

I 254,315 , | 100.0| 2%x4,435 .,
55 LTS 1%1,462em | 47.1] 151,078 ., | 453| 23.4%
E b 6,973 .| 287| 6,249 .| 256|210.4%
o 2k 7,077 .| 291 6,303 . | 258 210.9%
BiS|HiFIS 7,061 .| 29.0| 7,481 .| 306| +6.0%
weraaiiabl 5441 | 224| 5,744 +5.6%

1#R T2 D SRR 2 1,182, 1,254m +6.1%
0] = 30.3% 29.6 1~0.7pts

63 TEL




ERREXT IR

63

63

== =3
26,259{M

62

28,609M

63

TEL

4



HIRAAF5saRDEIE

A EBFEE

i
5o LieFl £
=E L
o e Fl 2
GTEI TSR+
i RAPEF
A BIENER

AEAs
aEast
HEEAS

fafE - MEESE

63

556341 (%)

23%2,040{sM 2%2,115M +74{sM
6,650M 30.2 6,340EM A310EM
5,062H 23.0 4,538EM N523EM
5,502H 25.0 5,030M AAT1EM
5,494M8 24.9 6,172EM +678EM
4,248=M 19.3 4,770EM +522izmM

1%8,7555M

2% 237EM

+1,482{M

6,872izM 36.6 7,491M +618&M
1%1,882EM 63.4] 152,746iEM +863EM
1568,755EM 100.0] 2% 237EM +1,482EM

TEL

5



5630 BoHE

[1ERZHrzDicsE (M) )

cg, 028

sl RAZKR £F [

570
467 /
393 264 3641 628H
ACfeER ESEC S TEM
2,874 50.1%
50 60 61 62 63

59 60 1
59

63 TEL



55637 Fi=ocE

4227 4,374

3,024 1.499 1,499

2,679

63 TEL



B64RI LA FmRAEU




BrDERRE (AFEOFEHRERETIS)
ATISHUE(XRISFEE20% L EDRERZ RiAD
i Al

A
30

63 TEL



5564H LR EfEEERE U
5630 (=m) 556411 (¢1)
R THA HA

1%1,796 . 1%2,638 . 195,700 .

5,388 . 9,690 . 7,150 .
45.7% 45.0% 45.5%

3,031 . 3,217 4,310 .
25.7% 25.5% 27.5%

3,068 . 3,234 4,370 .

T IR ES 3,129 . 4,351 . 4,370 .

e TR 2.416 . 3.328 3.280

¥k S, Fo LiEFa. E%ﬁ']ﬁ?i@f?ﬁ%&%ﬁ% )




5564H1 LR FriRisEsE LR (7o U—2 3250
12,000 =m

9,253 M 32% DRAM

8,501 &M

| 12% |

1% NEFEEAETV

12%

(OSy o, I7I> RUM)

5563H LA 5563H T 5864H1 R (338)

FhREST L (IRFERRLE40% U LD EZ RIAD
. TEL =



RRAFZEESTE (202286 AFER)

A5 B (~20275E3H)

5e.Li= 2 376
=R AR 2 35%
ROE 2 30%

TEL =



RRIZEESTE BHEBRFRENICRTITER

A BER (~202743A°)

50 LS > 3J6M
=2RFIRER > 35%
ROE > 30%

ERFSRROBIREMIF VLSO TEN,
c._ihi'C DERNER(CXD. 1IRMADEFRFIRHHREFIC

TEL =



ZLI BFEXRRIR

63




Tl BiRERK(CFF7ZHR D #Hd>

B\< DR - B3R,
BFRDZEAEICEY) (ST B
1. 58U V“Next Generation Products”
2. RBDFPYIIL—K
3. 7RINCAS - 4=V RYUI—2>3>
4. “One-touch” XAH— K7V

5. @73 ffit& e iE
. TEL =

RRAEE



RRRANZEF 2 & 73
iR{ffEDmE EZ&o

1.
2.
3.




1. ¥ EFEFRDOERE LSO




RRILI bO>DESE

& NAJPp AP
30,000

(BERAHBEOREME (FY'15-FY'26) )
so.t5 =S

20,000
%941.‘:‘ 3 71.’:.'
\_ J
10,000 ‘"
0  —eeeem .--llll.lllllllllllllllllll II|IIII||
5 90 95 00 05 10 15 20

65 70 75 80 8 2527
p FWP (E)

63 TEL &=




ICTIEEDIE(L

Future
KK S )il

TEL

19



B 37—t 9 —DRIEAHE

HER CO, Hihi=
+1 30% +80%
WhY 945 T 180 MtY 320 Mt

(2024 i 2030)




Digital X Green

“Green of Digital” & “Green by Digital”

63 TEL 2



[T DEEDFMITE

cd

(

FEASLIUOFERRIE

Digital X Green

ZRINOX B
NVor—=20

22

TEL

63



TEL =



TELD i Zidmhg

PY AR ZMBE ITYVF>D xiF

4 luw E

(11

‘Q“ TEL ™
ﬁl

- P -‘.)—-1. s
P’ .u-_ll. T

4 DDF—J O RICKkIREmBEBZEDODA—H—

63 TEL




TELD i Zidmhg

ZE IR

ll;

™,
2,
m,
m!‘

EUVEELH ZEMIRGEE

63

EUVEES

EUV: Extreme Ultraviolet

B>T ¥V 100%

TEL

25



TELDSRAHZEDT

LIRS o TSAIIVF>YT HRTZALIVFOD

HLRUAP I\ F NS A4 JVBRIE

ﬂﬁ/l P EMDFREUIcEmEF

63 TEL =



TELDSRAHZEDT

v/

i 4, OOOO 6,000 -

A

A 1 100 000 *2263

1 No.l N Q

TEL =



TELDMHZiENT
ERSAHS >0

TEL I 1 27,0004
A I 24,000
5 N 9000

¢ [ 9000
D 1 5,000
2026 3 /LexisNexis® PatentSight+

FEAREREFRT YD @ﬁ.ﬁﬁéﬁ 25

63 TEL =



20—/ - 41 I R—F—L U THAD 5RES

Top 100 Global Innovators 2026

ST
2020-2024 5

Innovation Momentum 2026:
The Global Top 100

AFEHGRE
2

63 TEL 2



BRI\ EERRHDDILK

2028

107 , .

Source: SEMI World Fab Forecast Q325(Sep. 2025)

63 TEL <



NN -
 \ ufacturlng D




HF - EFM,‘“GDHEE

o 2025%]F4F BT

63

7 DtZFﬁJ%ﬁ (

0254611 8 i 20274EE BT FE

EL o s -
| ) ; iﬂ:‘ e | : 3!
.1 [ ™ - ":
| | f iime s TN R s
| ! c p1d
I , b | . o 4 ﬁ:,' .

gt pi'&'? e, LU

. ”Emzﬁﬁﬁt/a—'

TEL

32



56457 MFEFFEE - sxlmigEETE

]
2,160
« . 1,900
W 20255108 2T 1621
' - = 1,218 I
60 64 ()
. 3,300
i e o
2,778
4 > 2,500
1 Tk R 1,911 2,028
<_‘ }i;!!- !,‘l = | ! ":7" TR .' " | i Z » ;‘Sl il b ‘ ;
EEE %mbt /9 (E%E) EWEEE*E t A —
60 61 62 63 64 ( )

MERA > IJ5Z2ERAL. SEONBHIZERICIERD

HRNRARRARIREICKDBREFNZEESICELS TEL




TELDOFREZIB SR\
FEFSEHEDR(TIRU

TEL =



ifidra S 5I(CES



2. =53 EXEMERLELZEIEUT




—tan/)] =

F5&0D
RINEMICRINT D
SEBFNDHHIEH

TEL



CSV TSV

Creating Shared Value TELOS Shar e
DESEE = S8 - FEOMEDRIH
T8 )WL EBEKIRIER2 DML
“EEDIEIMEFFDATIR”

TEL =



63

1&2

2040 E TIC

7

\/Qi“\ pows
\

L

N
y ~ B
o v
e ¥
-~ Nk -
E ;
Tr o
s SN
. Q1N LIPS
— A s
- l = = AU AE N
NS Y o N
gy | — =T\ / BV 5y YA Ty
» N
= = ¢ S
’ X 5 T B
=4 5 . , /’ s v A
5
i d 7 T af 1Y 4

TEL

39



E-COMPASS &

Environmental Co-Creation byMaterial, Processand SubcomponentSolutions

B SAFI—224T
FEADFITEH S RIBR AR HEE

TEL



IERMIEDE 58S M E(CRITT

4TI - (ETEE

 B”e
J—J)LRISZD , ;jﬁfg_ﬁr
E(:%*'Jﬁgc‘: ISH-SASE
30%EL_ EADROE C URIIRSAT B
&CF1VUF+

63 TEL &



3. KREDETEFNADIRTT




TELORHMSZAHEFRE 2015448288 ~20265F6 7188

35 6.

H l‘} 2026 6 18 n FAOST 52.9%M
SHilisER I3 2 EELLE 44.1%m
,%"J 30{% n VYISO N—T 41.09m

n =ZUFJ 40.03%H

5 RRILOAO> ] 35697

BEmastao AR
RS n IJ7—=ARNUFALUD 26.7 354
1.2%m =HERFG 25,73
o N wmmeem 23.0%F
n ZRINOFRA B 2213
16 17 ’18 19 20 ’21 ’22 ’23 ’24 25 ’26 27 N ‘
(FY) m B3 R{¥Fh 21.7%M

63 TEL 43



BIT(CRIT 3BANIRE RS

SHHEOSV\REIRDIRE &
Bilib— E X & ffiEa (C 8l
. 4
Srh R DFIRZ R (CER
FiENR{EREMEDR L
.
A=D1V —A\DETIIRTT

TEL 4



Ho SR

A TSR : 50%

TEL s



556457 B8

(1L DERYSE () )
400 361

327
) i i i
O ﬁ
61 61 62 62 63 63 64
C )

1% D DOPREECSE(E 3612 FE

63 TEL 46



HEHRINES

Ho N HiSH

HUSHAR] : 20265F6 A ~2027438

1,500=m (Lm)

556181 &K D 47iE D B Cix N IS Z R

TEL «



RN &

20265F108181

1% 5 BEICHE

KDIEUVPITVNRIEZERXD

TEL 4



SEE—EBOKEMiER _L(C
HDO#ED E EBIC
INTDRAT—I IV —DHAFFIC
IBXATEWNDET

TEL &









a'e

63

Y,

&4l

—
» sewves
e w &
fesss:
X
4
>

TEL

52

3d 3 ik
o
IJ-n‘IIII
o o e
nn: o e
F‘E; e
g
F ¥ i
e
e
-
e
=
-
|
| LA AL k
4 AL AR
4 Ty T
b 4 Iy ey
b 4 Ty 2



63 TEL s






— & B S

wﬁ% %JNE@J
EERU

TEL =



TEL

TOKYO ELECTRON




Ri#FIH

C 1. BUE 9 REBEDH
2. REHYUTAIL—FHICERT S
Wt )| — T DB E RS T 3.
EM A S DR AEADRBAEHIES U
e 2 et | 0 2 R 5 DGR DB:

TEL &



B1S5RE

HYfE{ 9 AR EDHF

TEL s



63

hHun
Ay
ﬂ =

421

H/R

WurzE

AaH

U

%

£15

sk n

=
<l aKa>

pred 5 ok Ex

=4 6 SatJ-UI5Ik

B2 GRE) 7 BA OHD

Bo gE) 8 MR =

9 S1I=J7— 0O>v—X (i)

-

TEL s



B 25RE

KEIHYITAIWZPMNCEETS
HE DI —T DEERGIEREBICHTT B,
RN =G EDSRISADERZRREE UL
SHAERR(CHRDIEFUTSDEEDHF

TEL «



Va Lo o EE'-.-'
5B 2 5imas

e =it T, U/ O0—/ULT, &S - ERE[T(ICIEBOREEFIEZEA
N O AREREL, RIBIEFIEZ. KEHY IAIWZFNEEDEE - EREI(C
BRI DEHICBELLRDHY ITAINZFPHIHASFELDFHRE

o

AYVIANNZFPHORFEEICHULUT, BRBAXEZTERFED
HRIREFIEZERI S LICOE. THBEHSHANWLET

RiBEAE

WL RD

HRINBEBIE S
ESPP

FOE 3G 10

RBRZE(IEZEHNFIESORNETZEEI 3EDTHZETVWEEA

63 TEL «



5630 EIFIRERS

TEL

TOKYO ELECTRON

20265F6H23H




	既定のセクション
	スライド 1
	スライド 2
	スライド 3: 連結損益計算書
	スライド 4: 連結貸借対照表
	スライド 5: 単独財務諸表の概要
	スライド 6: 第63期 配当金
	スライド 7: 第63期 総還元額
	スライド 8
	スライド 9: 足元の事業環境（本年の半導体製造装置市場）
	スライド 10: 第64期上期 連結業績見通し
	スライド 11: 第64期上期 新規装置売上予想（アプリケーション別）
	スライド 12: 中期経営計画 （2022年6月発表）
	スライド 13: 中期経営計画 財務目標達成に向けた進捗
	スライド 14: 変化する事業環境
	スライド 15: 中期経営計画 目標達成に向けた取り組み

	事業環境
	スライド 16: 中長期的な利益と継続的な 企業価値の向上を目指して

	タイトルなしのセクション
	スライド 17: 1. 半導体産業の展望と当社の強み 
	スライド 18: 東京エレクトロンの歴史
	スライド 19: ICT産業の進化
	スライド 20: 増加するデータセンターの環境負荷
	スライド 21
	スライド 22: 半導体および半導体製造における進化の方向性
	スライド 23
	スライド 24: TELの強みを活かす 
	スライド 25: TELの強みを活かす
	スライド 26: TELの強みを活かす
	スライド 27: TELの強みを活かす
	スライド 28: TELの強みを活かす
	スライド 29: グローバル・イノベーターとして社外から表彰
	スライド 30: 前例の無い生産能力の拡大
	スライド 31
	スライド 32: 開発・生産拠点の拡充
	スライド 33: 第64期 研究開発費・設備投資計画
	スライド 34
	スライド 35

	さらなる企業価値向上
	スライド 36: 2.  さらなる企業価値向上を目指して 
	スライド 37: 当社のビジョン
	スライド 38
	スライド 39
	スライド 40
	スライド 41: 企業価値のさらなる向上に向けて

	還元政策
	スライド 42: 3.  株主の皆さまへの還元 
	スライド 43: TELの時価総額推移　2015年4月28日～2026年6月18日
	スライド 44: 還元に関する基本的な考え方
	スライド 45: 配当政策 
	スライド 46: 第64期 配当金予想
	スライド 47: 自己株式取得
	スライド 48: 株式分割
	スライド 49
	スライド 50
	スライド 51
	スライド 52
	スライド 53
	スライド 54
	スライド 55
	スライド 56
	スライド 57: 決議事項
	スライド 58
	スライド 59: 第１号議案　 ＜取締役候補者氏名＞
	スライド 60
	スライド 61: 　　　　　　　　　　　  第２号議案
	スライド 62


